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(57) Abstract 

The invention relates to a method for 
handling thinned chips for introducing them 
into chip cards. According to the inventive 
method, first a wafer is bonded with its front 
face onto a carrier substrate by means of an 
adhesive layer. Then the wafer is thinned 
from its back and is subdivided into single 
chips by sawing into the wafer from the back 
up to the adhesive layer. The adhesive layer 

is dissolved and the individual chips are removed from the carrier substrate by means of a suction head and are deposited in a special 
storage container until further treatment. Alternatively, the chips sawed out from the wafer are provided on their backs with a continuous 
support film by means of a second adhesive layer and the first adhesive layer is dissolved by means of a method that does not attack the 
second adhesive layer. The chips that are linked via the support film can be jointly removed from the carrier substrate and can be removed 
form the support film one by one once the second adhesive layer is removed. The wafer can alternatively be provided with a continuous 
support film by means of a second adhesive layer before it is sawed from the back. In this case, too, the first adhesive layer is dissolved 
while the second adhesive layer is conserved and the individual chips that are reinforced by the support film are removed from the carrier 
substrate. 



(57) Zusammenfassung 

Es werden Verfahren zum Handhaben von gedunnten Chips zum Einbringen in Chipkarten beschrieben. Hierbei wird jeweils zunachst 
ein Wafer mit seiner Vorderseite mittels einer Kleberschicht auf einem Tragersubstrat aufgeklebt. Dann wird der Wafer von der Riickseite aus 
gedunnt und durch Einsagen von der Riickseite her bis zur Kleberschicht in einzelne Chips aufgeteilt. AnschlieBend wird die Kleberschicht 
aufgelost und die einzelnen Chips werden vom Tragersubstrat mit einem Saugkopf abgehoben und in einem speziellen Ablagebehalter 
zur weiteren Verarbeitung abgelegt. Alternativ werden die aus dem Wafer gesagten Chips auf der Riickseite mit einem durchgehenden 
Tragerfilm mittels einer zweiten Kleberschicht beklebt und dann wird die erste Kleberschicht mit einem Verfahren aufgelost, welches 
die zweite Kleberschicht nicht angreift. Die liber den Tragerfilm zusammenhangenden Chips konnen so vom Tragersubstrat gemeinsam 
abgehoben werden und, nach dem Auflosen der zweiten Kleberschicht, einzeln vom Tragerfilm entnommen werden. Der Wafer kann 
altemativ auch vor dem Sagen auf der Riickseite mit einem durchgehenden Tragerfilm mittels einer zweiten Kleberschicht beklebt werden. 
Auch in diesem Fall wird die erste Kleberschicht unter Erhalt der zweiten Kleberschicht aufgelost und es werden dann die einzelnen durch 
den Tragerfilm verstarkten Chips vom Tragersubstrat abgehoben. 
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(57) Abstract 

The invention relates to a method for 
handling thinned chips for introducing them 
into chip cards. According to the inventive 
method, first a wafer is bonded with its front 
face onto a carrier substrate by means of an 
adhesive layer. Then the wafer is thinned 
from its back and is subdivided into single 
chips by sawing into the wafer from the back 
up to the adhesive layer. The adhesive layer 

is dissolved and the individual chips are removed from the carrier substrate by means of a suction head and are deposited in a special 
storage container until further treatment. Alternatively, the chips sawed out from the wafer are provided on their backs with a continuous 
support film by means of a second adhesive layer and the first adhesive layer is dissolved by means of a method that does not attack the 
second adhesive layer. The chips that are linked via the support film can be jointly removed from the carrier substrate and can be removed 
form the support film one by one once the second adhesive layer is removed. The wafer can alternatively be provided with a continuous 
support film by means of a second adhesive layer before it is sawed from the back. In this case, too, the first adhesive layer is dissolved 
while the second adhesive layer is conserved and the individual chips that are reinforced by the support film are removed from the carrier 
substrate. 



(57) Zusammenfassung 



Es werden Verfahren zum Handhaben von gedUnnten Chips zum Einbringen in Chipkarten beschrieben. Hierbei wird jeweils zunachst 
ein Wafer mit seiner Vorderseite mittels einer Kleberschicht auf einem Tragersubstrat aufgeklebt. Dann wird der Wafer von der Ruckseite aus 
gedilnnt und durch Einsagen von der Ruckseite her bis zur Kleberschicht in einzelne Chips aufgeteilt. AnschlieBend wird die Kleberschicht 
aufgelost und die einzelnen Chips werden vom Tragersubstrat mit einem Saugkopf abgehoben und in einem speziellen Ablagebehalter 
zur weiteren Verarbeitung abgelegt. Alternativ werden die aus dem Wafer gesagten Chips auf der Ruckseite mit einem durchgehenden 
Tragerfilm mittels einer zweiten Kleberschicht beklebt und dann wird die erste Kleberschicht mit einem Verfahren aufgelost, welches 
die zweite Kleberschicht nicht angreift. Die Uber den Tragerfilm zusammenhangenden Chips konnen so vom Tragersubstrat gemeinsam 
abgehoben werden und, nach dem Auflosen der zweiten Kleberschicht, einzeln vom Tragerfilm entnommen werden. Der Wafer kann 
alternativ auch vor dem Sagen auf der Ruckseite mit einem durchgehenden Tragerfilm mittels einer zweiten Kleberschicht beklebt werden. 
Auch in diesem Fall wird die erste Kleberschicht unter Erhalt der zweiten Kleberschicht aufgelost und es werden dann die einzelnen durch 
den Tragerfilm verstarkten Chips vom Tragersubstrat abgehoben. 
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Verfahren zum Handhaben von gediinnten Chips zum Einbringen in 

Chipkarten 

5 Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Handhaben von 
gediinnten Chips zum Einbringen in Chipkarten. 

Gediinnte Chips werden seit einiger Zeit bereits zur Herstellung von vertikal 
integrierten Schaltungsstrukturen (VIC) verwendet. 

10 

In der DE 44 33 846 Al wird hierzu beschrieben, wie bei der Herstellung 
eines solchen VIC zunachst ein Wafer, hier ein sogenanntes Topsubstrat, mit 
seiner Vorderseite, d.h. mit der aktiven bzw. funktionalen IC-Flache, an der 
sich die Bauelementelagen bef inden, mittels einer Klebeschicht auf ein 

1 5 sogenanntes Handlingsubstrat auf geklebt imd dann von der Riickseite her 
gediinnt wird. Dieses Diinnen erfolgt z.B. durch nafichemisches Atzen oder 
durch mechanisches oder chemomechanisches Schleif en. Ein solches 
Topsubstrat wird dann mit einer Haf tschicht versehen, genau justiert auf ein 
sogenanntes Bottomsubstrat auf gesetzt und mit diesem verbunden. 

20 AnschlieGend wird das Handlingsubstrat wieder entfernt. 

Aus der EP 0 531 723 B ist ein ahnliches Verfahren bekannt, bei dem ein 
erstes Schaltungsbauelement mit seiner aktiven Flache auf einem Trager 
befestigt und dann von der Riickseite her gediinnt wird. Anschliefiend wird 
ein weiteres Schaltungsbauelement auf die Riickseite des gediinnten Chips 
auf gesetzt und mit diesem mittels Kontaktstellen, die zuvor auf der 
Riickseite des gediinnten Chips erzeugt wurden, verbunden. Dann wird das 
auf gesetzte Schaltungsbauelement ebenfalls von der Riickseite her gediinnt, 
mit Kontaktstellen versehen und ein weiteres Schaltungsbauelement 
aufgesetzt. Dieser Schritt wird mehrfach wiederholt, bis schliefilich die 
gewiinschte Mehrelementepackung von iibereinanderliegenden 
Bauelementen auf gebaut ist. 
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Alle diese Verf ahren beschreiben nur die Handhabung der Chips in einem 
Verfahrensstadium, in der sie entweder noch nicht gediinnt oder bereits zu 
einer stabilen Packung aufgebaut sind. Verfahren, mit denen einzelne 
5 gedxinnte Chips gehandhabt werden konnen, um sie in Chipkarten 

einzubauen, werden nicht angegeben. Insbesondere ist dies auch mit den 
bisher in der Chipkartenfertigung verwendeten Verfahren und Werkzeugen 
nicht moglich. Die Verwendung gediinnter Chips ist aber auf grand ihrer 
besonderen Flexibilitat gerade in den durch Biegung und Torsion haufig 
1 0 hochbeanspruchten Chipkarten wiinschenswert. 

Der Erfindung liegt daher die Auf gabe zugrunde, ein Verfahren anzugeben, 
mit dem gediinnte Chips auch einzeln gehandhabt und in Chipkarten 
eingebracht werden konnen. 

15 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren gemafi den Anspriichen 1, 2 oder 3 
gelSst. 

Ausgangspunkt ist jeweils, dafi zunachst ein Wafer mit seiner Vorderseite, 
20 an der sich die Bauelemente befinden, mittels einer Kleberschicht auf einem 
Tragersubstrat aufgeklebt wird. Dieser Wafer wird dann von der Riickseite 
her gediinnt. Nach dem Diinnen wird der Wafer in einzelne Chips auf geteilt, 
indem von der Rtickseite aus in den Wafer hineingesSgt wird. Das 
Hineinsagen kann bis zur oder bis in die Kleberschicht oder sogar bis in das 
25 Tragersubstrat hinein erfolgen. 

Um die Chips nun von dem Tragersubstrat abzuheben und zu vereinzeln 
bestehen erfindungsgemafi verschiedene Moglichkeiten. 
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GemSfi Anspruch 1 wird die Kleberschicht auf geliist und die einzelnen 
Chips mit einem Saugkopf vom Tragersubstrat abgehoben. Sie werden dann 
vorzugsweise in einem speziellen Ablagebehalter zur weiteren Verarbeitung 
abgelegt. Die Chips liegen bei dieser Methode mit ihrer Riickseite nach oben 
5 in den Spezialbehaltern. Altemativ konnen die Chips selbstverstandlich auch 
sof ort weiterverarbeitet, beispielsweise sofort auf eine Chipkarte oder 
Chipkartenfolie auf gesetzt werden. 

Anspruch 2 sieht erf indungsgemafi einen weiteren Verf ahrensschritt vor, bei 
1 0 dem nach dem Sagen die noch auf dem Tragersubstrat befindlichen 

einzelnen Chips auf der Riickseite mit einem durchgehenden Tragerfilm 
mittels einer zweiten Kleberschicht beklebt werden. Anschliefiend wird die 
erste Kleberschicht mit einer Methode aufgelost, bei der die zweite 
Kleberschicht erhalten bleibt. Die Chips konnen dann uber den Tragerfilm 
1 5 zusammenhangend, gemeinsam vom Tragersubstrat abgehoben werden. 
Anschliefiend ist dann eine Entnahme der einzelnen Chips vom Tragerfilm 
moglich, indem die zweite Kleberschicht aufgelOst wird. Auch hier kann die 
Entnahme mit Hilfe eines Saugkopfes oder dergleichen erfolgen. Bei diesem 
Verfahren liegt dann die aktive Vorderseite des Chips oben. 

20 

Nach Anspruch 3 ist erfindungsgemafi vorgesehen, diesen Tragerfilm direkt 
nach dem Diinnen des Wafers auf zukleben, und dann erst den Wafer in 
einzelne Chips zu zersagen. Der Film verbleibt beim Einbau in die Chipkarte 
auf dem einzelnen Chip; der Chip wird somit durch den Tragerfilm verstarkt 
25 und ist auch mit den herkommlichen Verfahren und Werkzeugen 
handhabbar. Durch die Verwendung geeigneter, z.B. zahelastischer 
Materialien fur die Tragerf olie, kann diese bei ausreichender Stabilitat des 
Chip-Folien-Verbunds relativ diinn gehalten werden. 
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Selbstverstandlich konnen auch bei den beiden letztgenannten Verfahren die 
Chips im Lauf e der weiteren Verarbeitung in einem Ablagebehalter 
zwischengelagert werden. 

5 Zum Losen der ersten Kleberschicht bei gleichzeitigem Erhalt der zweiten 
Kleberschicht gibt es verschiedene Moglichkeiten, die jeweils von den 
Eigenschaften der verwendeten Klebersorten abhangen. Bevorzugte 
Methoden sind in den Unteranspriichen beschrieben. 

1 0 Alternativ ist es prinzipiell auch moglich, dafi gemeinsam mit der 

Kleberschicht zwischen Wafer und Tragersubstrat, oder auch anstelle dieser 
Kleberschicht, das Tragersubstrat selbst auf gelost wird. Es versteht sich von 
selbst, dafi hierzu bei den Verfahren gemafi Anspruch 2 oder 3 eine Methode 
gewahlt wird, bei der die zweite Kleberschicht nicht angegriffen wird. 

15 

Die mit den erfindungsgemafien Verfahren sicher und einf ach handhabbaren 
diinneren Chips sind flexibler und ben6tigen weniger Raum als die 
herkommlichen Chips. Damit sind neue Moglichkeiten erdffnet, die Chips in 
den Chipkarten unterzubringen. 

20 

Hier ist zunachst zu unterscheiden zwischen den Verfahren, bei denen die 
Chips mit ihrer Vorderseite auf eine z.B. bereits mit Leiterbahnen versehene 
Chipkartenfolie oder die Chipkarte auf gesetzt werden (Flip-Chip 
Technologie), und den Verfahren, bei denen die Chips mit ihrer Riickseite 
25 auf die Chipkartenfolie oder die Chipkarte aufgesetzt und dann an den Chip 
die Leiterbahnen angeschlossen werden. Welche Methode gunstiger ist, 
hangt unter anderem davon ab, welches der vorgenannten Verfahren zur 
Abnahme der gediinnten Chips vom Tragersubstrat verwendet wird, d.h. in 
welche Richtung die Chips bereits orientiert sind. 



30 
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Bei den Verfahren, bei denen die Chips von der Riickseite aus gehandhabt 
werden miissen, ist es vorteilhaft, wenn auf der Riickseite der Chips bzw. auf 
dem Tragerflim Positionsmarken auf gebracht werden. Anhand dieser 
Markierungen ist eine exakte Ausrichtung des Chips auf der Chipkarte 
5 moglich. Als Positionsmarkierung bietet es sich an, die Schaltungsstruktur 
des Chips abzubilden. 

Eine Einbaumoglichkeit besteht darin, dafi der Chip auf eine Chipkartenfolie 
auf gebracht wird, die auf der dem Chip gegenuberliegenden Riickseite mit 
10 Kontaktflachen versehen ist, welche wiederum mit dem Chip uber 
Leiterbahnen durch die Folie hindurch verbundenen sind. Dieses so 
aufgebaute Chipmodul lafit sich dann mit den Kontaktflachen nach aufien in 
eine Kavitat einer Chipkarte einbringen, wie das auch bei den bisherigen 
konventionellen Aufbauten der Chipkarten der Fall ist. 

15 

Eine Alternative besteht darin, die Chips beim Zusammenlaminieren zweier 
Chipkartenfolien zwischen die Folien einzubringen. 

Bei einem besonders bevorzugten Einbauverfahren wird der Chip jeweils 
20 einfach auf die Oberflache einer Chipkarte aufgebracht. Vorzugsweise wird 
der Chip dabei mit seiner Vorderseite nach aufien weisend aufgesetzt und 
anschliefiend wird die Chipkarte gemeinsam mit dem Chip mit Leiterbahnen 
versehen, 

25 Die Leiterbahnen konnen hierbei mit einem PrSge- oder Druckverf ahren, 
vorzugsweise mit einem Siebdruckverfahren, aufgebracht werden. 
Aufgrund der geringen Ausmafie des gedtinnten Chips tragt dieser an der 
Oberflache der Chipkarte kaum auf. Es ist selbstverstandlich aber auch 
mSglich, den Chip in einer flachen Kavitat in die Oberflache der Chipkarte 
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einzubringen. Vorteilhafterweise werden die off en an der Oberflache 
befindlichen Chips mit einem Schutzlack iiberzogen. 

Derartige Chipkarten mit einem aufienliegenden gediinnten Chip sind im 
5 Gegensatz zu den konventionellen Chipkarten, bei denen ein herkommlicher 
Chip in einem Chipmodul in einer speziellen Kavitat untergebracht ist, mit 
erheblich weniger Verfahrensschritten zu fertigen. 

Bei alien Einbauverfahren ist es sowohl mSglich, auf der Chipkarte 
1 0 aufienliegende Kontaktflachen anzubringen, als auch Spulen oder ahnliche 
Bauteile einzudrucken, so dafi eine kontaktlose Datenubermittlung von und 
zur Chipkarte mdglich ist. Ebenso ist eine Kombinationslosung dieser beiden 
Schnittstellen moglich (Dual Interface). 

1 5 Die erfindungsgemafien Verfahren werden nachf olgend anhand von 

Ausfuhrungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beigefugten Zeichnimgen 
detaillierter beschrieben. Es zeigen schematisch: 

Fig. 1 einen Wafer, der an seiner aktiven Flache mittels einer 
20 Kleberschicht mit einem Tragersubstrat verbunden ist, 

Fig. 2a einen Wafer gemafi Fig. 1 nach dem Diinnen und Aufteilen in 
einzelne Chips, 



25 Fig. 2b zwei Chips des Wafers gemafi Fig. 2a in einem Spezialbehalter, 
Fig. 3a einen gediinnten und gesSgten Wafer mit Tragerfilm, 



Fig. 3b einzelne iiber den Tragerfilm zusammenhangenden Chips, 
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Fig. 4a einen gemafi Fig. 1 auf einem Tragersubstrat befestigten und 
gedtinnter Wafer vor dem Zerteilen in einzelne Chips, 

Fig. 4b einen gemafi Fig. 4a hergestellten Chip auf einer Chipkarte, 

5 

Fig. 5 eine Chipkarte mit einem Chipmodul, 

Fig. 6 eine perspektivische Darstellung eines gediinnten Chips mit 
Positionsmarkierungen, 

10 

Fig. 7 - 9 Varianten einer Chipkarte mit an der OberflSche auf gebrachten 
gediinnten Chip und nachtraglicher Aufbringung der 
Anschlufiflachen, 

15 Fig. 10/11 Herstellung einer Chipkarte durch Zusammenlaminieren zweier 
Kartenfolien, 



Fig. 12/13 Varianten einer Chipkarte mit an der OberflSche auf bereits 

vorhandene Anschlufiflachen aufgebrachten gediinnten Chip, 

20 

Bei der Durchfiihrung des Verfahrens wird zunSchst ein Wafer 1 mit seiner 
Vorderseite, welche die Bauelemente 2 aufweist, auf ein Tragersubstrat 4 
aufgeklebt Als Tragersubstrat kann z.B. ein anderer Wafer, eine Metallfolie 
oder magnetisierbare Folie oder eine sonstige, in der Chipkartenherstellung 
25 ubliche Folie wie PVC, ABS, PC oder ahnliches dienen. 



Hierzu wird entweder auf dem Wafer 1 oder auf dem Tragersubstrat 4 eine 
Kleberschicht 3 aufgetragen und anschliefiend werden die beiden Teile 
zusammengefiigt. 



30 
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Der Wafer enthalt in liblicher Weise mehrere nebeneinander angeordnete 
Schaltkreise, die jeweils einen Standard-Chipkartenchip oder auch einen 
Speicherchip bilden konnen. 

5 Der auf dem Tragersubstrat 4 befestigte Wafer 1 wird dann von der 
Riickseite bis zu einer vorgegebenen Starke, wie in Fig. 1 durch die 
gestrichelte linie 9 dargestellt, gediinnt. Das Dtinnen kann mit den 
herkammlichen Verf ahren, beispielsweise durch Atzen oder mechanisches 
Schleif en, erfolgen. Auf diese Weise ist es mSglich, den Wafer 1 bzw. die 
10 daraus gefertigten Chips 10 auf eine Starke von unter 100 |im, vorzugsweise 
ca. 20 |im, zu diinnen. 

Gemafi dem in den Fig. 2a und 2b dargestellten Verfahren werden dann in 
den Wafer 1 von der Riickseite aus bis zur Kleberschicht 3 Sageschnitte 7 

15 eingefiigt, und somit der Wafer 1 in einzelne Chips 10 unterteilt. Es wird 

anschliefiend die Kleberschicht 3 aufgelSst bzw. angelost, wobei die Chips 10 
mit einem Saugkopf 30 vdm Tragersubstrat 4 abgehoben und in 
Spezialbehaltern 40 abgelegt werden, wo sie zur weiteren Verarbeitung zur 
Verfiigung stehen. Der Saugkopf 30 fur die Entnahme der Diinnchips 10 ist 

20 relativ flach und weist an der Saugoberflache mehrere kleine LOcher 31 auf, 
die iiber eine Leitung je nach Bedarf mit Saug- bzw. Druckluft zum 
Ansaugen oder Ablegen der Chips 10 beaufschlagt werden kOnnen. Die 
Chips 10 konnen den Spezialbehaltern 40 in gleicher Weise entnommen und 
mit einem Roboter bei der Kartenfertigxmg plaziert werden. 

25 

Das Losen der Kleberschicht 3 des Tragersubstrats 4 kann durch 
Warmeemwirkung erfolgen. Hierzu wird z.B. ein beheizbarer Saugkopf 30 
oder eine separate Warmestrahlungsquelle 34, wie in Fig. 4a, verwendet 
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Die Fig. 3a und 3b zeigen ein alternatives Verfahren, bei dem letztendlich die 
aktive Oberflache mit den Bauelementen 2 der Chips 10 oben liegt. Hierzu 
wird auf den gediinnten und gesagten Wafer 1 mittels einer zweiten 
Kleberschicht 6 ein Tragerf ilm 5 aufgezogen. Selbstverstandlich kann es sich 
5 bei diesem Tragerfilm 5 auch um eine selbstklebende Folie handeln, die 
bereits mit einer Kleberschicht versehen ist. 

Nach Aufbringen dieses Tr&gerfilms 5 auf die Ruckseite des Wafers 1 wird 
die erste Kleberschicht 3 mit einem Verf ahren gelSst, welches die zweite 
10 Kleberschicht 6 nicht angreift. 

Hierzu gibt es verschiedene MSglichkeiten. Bei einem ersten bevorzugten 
Verf ahren besteht die erste Kleberschicht 3 aus einem Kleber, der unter 
Einwirkung von Licht eines bestimmten Langenwellenbereichs, 

1 5 beispielsweise UV-Iicht, zersetzt wird, wobei die zweite Kleberschicht 6 bei 
dieser Bestrahlung gerade aushartet. Bei einem zweiten Verfahren besteht 
die erste Kleberschicht 3 aus einem Kleber, der sich unter Warmeeinwirkung 
zersetzt, wobei die zweite Kleberschicht 6 gerade unter der 
Warmeeinwirkung aushartet. Alternativ ist es mOglich, dafi die erste 

20 Kleberschicht 3 aus einem wasserloslichen Kleber besteht, wahrend die 

zweite Kleberschicht 6 nicht wasserlftslich ist, oder die zweite Kleberschicht 
6 ist losemittelresistent und die erste Kleberschicht 3 lost sich bei dem 
entsprechenden Losemittel auf. Weiterhin ist es moglich, dafi die erste 
Kleberschicht 3 aus einem Kleber besteht, der unter einem Sauerstof tplasma 

25 oder in einer bestimmten Gasumgebung, z.B. Ozon, zersetzt wird, wobei die 
zweite Kleberschicht 6 gegeniiber diesen Bedingungen resistent ist. 

Eine andere MSglichkeit besteht darin, ein Verfahren zu verwenden, mit der 
gemeinsam mit der Kleberschicht 3 oder auch anstelle der Kleberschicht 3 
30 das Tragersubstrat 4 selbst aufgel5st wird. Das Tragersubstrat 4 kann hierzu 
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aus Styropor oder einem anderen Material bestehen, welches sich in einem 
Plasma oder unter Atzgaseinwirkung oder unter erhQhter Temperatur 
zersetzt. Oder es wird ein Tragersubstrat 4 aus Karton oder einem ahnlichen 
Material verwendet, welches wasserliJslich ist. 

5 

Nach dem AuflGsen dieser ersten Kleberschicht 3 bzw. des Tragersubstrats 4, 
lafit sich dann der gesamte iiber den Tragerfilm 5 zusammenhangende 
Verband von Chips 10 gemeinsam abnehmen, wobei die aktive Flache der 
Chips 10 nach aufien weist. Die einzelnen Chips 10 kdnnen dann vom 
10 Tragerf ilm 5 entnommen werden, indem die zweite Kleberschicht 6 gelost 
wird. 

Die Fig. 4a und 4b zeigen eine dritte VerfahrensmQglichkeit, bei der zuerst 
ein Tragerfilm 5 aus einem vorzugsweise zahelastischen Material, wie 

1 5 Polycarbonat, Polyamid, Kupfer, Aluminium, Stahl o.a., auf die Rxickseite 
des Wafers 1 mittels einer Kleberschicht 6 aufgeklebt wird. Danach erfolgt 
erst die Unterteilung des Wafers 1 in die einzelnen Chips 10 durch Einfugen 
der Sageschnitte 7. Schliefilich werden wieder die einzelnen Chips 10 durch 
Auflosen der ersten Kleberschicht 3 oder des Tragersubstrats 4 entnommen, 

20 wobei auch hierzu ein Verfahren angewendet wird, welches die 

Klebeverbindung zum Tragerfilm 5 nicht angreift. Die hierbei verwendeten 
Methoden entsprechen den obengenannten Verfahren. In Fig. 4a ist 
schematisch dargestellt, wie ein einzelner Chip 10 mit einem Saugkopf 30 
vom Tragersubstrat 4 entnommen wird, wobei die Auflosung der 

25 Kleberschicht 3 durch einen Warmestrahler 34 erfolgt, wobei gleichzeitig die 
zweite Kleberschicht 6 aushartet Bei diesem Verfahren verbleibt der 
Tragerfilm 5 auf der Rxickseite des einzelnen Dunnchip 10. 

Die Figuren 5 bis 10 zeigen verschiedene Varianten, wie die gedtinnten 
30 Chips 10 in der bzw. auf der Chipkarte 20 untergebracht werden kdnnen. 
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Je nach Wahl der Herstellnngsmethode nach den Figuren 2, 3 oder 4 ist es 
sinnvoll, die Chips 10 mit ihrer Vorderseite oder mit ihrer Ruckseite auf eine 
Chipkarte 20 oder eine Chipkartenfolie 21 aufzusetzen. Wird der Chip 10 mit 
5 seiner Vorderseite auf die Chipkarte 20 bzw. Chipkartenfolie 21 aufgesetzt, 
so ist es zweckmafiig, auf die Karte 20 bzw. Folie 21 zuerst die Leiterbahnen 
11 zur Kontaktierung des Chips 10 anzubringen und dann den Chip 10 
darauf zu positionieren. Hierzu weist der Chip 10 auf seiner Ruckseite, wie 
in Figur 6 dargestellt, Positionsmarkierungen 8 auf, die beispielsweise auf 
1 0 den Chip 10 oder auf die Tragerf olie 5 auf gedruckt oder eingeStzt sind. 

Figur 5 beschreibt ein Einbaubeispiel, welches ahnlich den bekannten 
Einbauverfahren konventioneller Chipmodule ist. Hierbei wird der Chip 10 
zunachst auf eine erste Chipkartenfolie 21 auf gesetzt. Auf der 

1 5 gegeniiberliegenden Ruckseite der Chipkartenfolie 21 bef inden sich 

Kontaktflachen 23, die mit dem Chip 10 uber Leiterbahnen 11 durch die 
Chipkartenfolie 21 hindurch mittels Leitkleber verbunden sind. Zwischen 
dem Chip 10 und der ersten Chipkartenfolie 21 kann sich eine Unterteilung 
15 befinden. Dieses so aufgebaute Chipmodul wird in eine entsprechende 

20 Kavitat 24 der Chipkarte 20 eingesetzt und ringsum mit einem geeigneten 
Kleber 25 verklebt. 

Die Figuren 10 und 11 zeigen verschiedene I^minierverfahren, bei denen der 
Chip 10 zwischen zwei Chipkartenfolien 21 und 22 in der Chipkarte 20 

25 angeordnet wird. Die Chipkartenfolien 21, 22 haben typischerweise eine 

Starke von 100 - 300 nm. Bei dem Verfahren gemafi Figur 10a wird der Chip 
10 auf die eine Chipkartenfolie 21 aufgebracht und die Leiterbahnen 11 
befinden sich auf der anderen Chipkartenfolie 22. Der Chip 10 ist hierbei mit 
seiner Ruckseite auf die Chipkartenfolie 21 aufgebracht. Anschliefiend 

30 werden die beiden Chipkartenfolien passend iibereinander positioniert und 
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zusammenlaminiert, so dafi der Chip 10 durch die Leiterbahnen 11 
kontaktiert wird (Fig. 10b). 

Bei dem Verfahren gemafi Fig. 11a werden auf die eine Chipkartenfolie 21 
5 zunachst Leiterbahnen 11 aufgebracht. Auf diese Leiterbahnen 11 wird dann 
der Chip 10 mit seiner Vorderseite nach unten aufgelegt, so dafi gleichzeitig 
die Kontaktierung erfolgt. Anschliefiend wird die zweite Chipkartenfolie 22 
darflber laminiert (Fig. lib). 

1 0 Die Leiterbahnen fiihren jeweils zu einer aufienliegenden Kontaktflache oder 
aber zu einem Interf ace-Bauelement, mit dem eine kontaktlose 
Datenubertragung mOglich ist, oder sie bilden selbst ein solches Bauelement. 
Um beim Laminierverfahren den Chip 10 bis zum Abdecken mit der zweiten 
Chipkartenfolie 22 auf der ersten Chipkartenfolie 21 zu halten, kann die 

1 5 Oberflache der ersten Chipkartenfolie 21 durch ein Sauerstoff- oder 

Chlorplasma vorbehandelt werden, so dafi der Chip 10 bis zur Abdeckung 
und zum Laminieren darauf gebondet haftet. Bei dem Verfahren gemafi den 
Fig. 11a und lib kann die Oberflache auch mit einer Silberleitpaste bedruckt 
sein, welche gleichzeitig die Leiterbahnen 11 bildet, so dafi der Chip 10 bis 
20 zur Abdeckung und zum Laminieren auf der Chipkartenfolie 21 haftet und 
gleichzeitig elektrisch kontaktiert wird. 

Selbstverstandlich ist es auch moglich auf dem gedunnten Chip 10 einen 
Kleber aufzubringen oder als Chipkartenfolie 21 eine kleberbeschichtete 
25 Folie zu verwenden. Insbesondere bei der Herstellung der Chips 10 nach 
dem Verfahren, wie es in den Fig. 3a und 3b dargestellt ist, ist es mOglich, 
den Chip 10 direkt vom Tragerfilm 5 durch Anlosen des Klebers abzuheben 
und mit diesem Kleber auf die Chipkartenfolie 21 aufzukleben, wo der 
Kleber dann wieder abbinden kann. 
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In den Fig. 7, 8 und 9 ist ein vollstandig neues Verfahren dargestellt, bei dem 
der gediinnte Chip einf ach an der Oberflache einer Chipkarte auf gesetzt und 
anschliefiend mit Leiterbahnen 11 bedruckt wird. Der Chip 10 wird 
aufierdem mit einem Schutzlack 12 iiberzogen. Zum Drucken der 
5 Leiterbahnen 11 wird vorzugsweise ein Siebdruckverfahren verwendet. Es 
ist selbstverstandlich auch moglich, die Leiterbahnen 11 in Form einer 
Metallfolie aufzubringen. 

In den Fig. 12 a bis 12c sind Ausfiihrungsformen dargestellt, bei denen 
10 zunachst die Leiterbahnen auf die Oberflache aufgebracht und anschliefiend 
der Chip mit der Vorderseite nach unten auf die Anschlufiflachen 11 gesetzt 
wird. In Fig. 12b ist eine zusStzliche Lack und/oder Klebeschicht 13 
zwischen integriertem Schaltkreis 10 und der Oberflache der Chipkarte 20 
angeordnet, wahrend in Fig. 12c Die Chip/Leiterbahnanordnung 10, 11 mit 
15 einem Heizstempel 14 in die KartenoberflSche eingedruckt wird. 

In den Fig. 8 und 9 befindet sich der Dtinnchip 10 ebenfalls direkt an der 
Oberflache der Chipkarte 20, hier jedoch in einer kleinen Kavitat 27. Diese 
Kavitat 27 ist entweder in die Chipkarte 20 eingeprSgt, gefrSst oder beim 
20 Herstellen der Chipkarte 20 gleich mit angespritzt worden (Fig. 8). 

Alternativ wird die Kavitat 27 durch eine entsprechende Bedruckung mit 
Schutzlack 26 oder durch Aufziehen einer Schutzfolie mit Fenster erzeugt 
(Fig. 9). 

25 Entsprechende Anordnungen, bei denen zunachst die Kontaktflachen 11 in 
die Aussparungen der Oberflache der Chipkarte 20 angeordnet werden, auf 
die dann der Chip 10 gesetzt wird, sind in den Fig. 13a bis 13c dargestellt. 

In dem in Fig. 13 c dargestellten Ausfuhrungsbeispiel wird der Chip unter 
30 Warmeeinwirkung bundig in die Oberflache der Chipkarte 20 eingeprefit. 
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Bei einer Ausfuhrung gemafi Fig. 7 (Anschlufiflachen 11 noch nicht 
vorhanden) kann die Folie mit dem biindig mit der Oberflache 
abschliefienden Chip beispielsweise mit Silberpaste bedruckt, beschichtet 
und eventuell gleichzeitig kontaktiert werden. 

5 

Bei all diesen letztgenannten Einbaubeispielen, mit einem off en an der 
Oberflache der Chipkarte bef indlichen Chip, handelt es sich urn einen neuen 
und besonders vorteilhaf ten Aufbau, der mit relativ wenigen 
Verf ahrensschritten, verglichen mit den herkdmmlichen Verf ahren, 
10 herzustellen ist. 



WO 00/68990 - 15 - PCT7EP00/03988 

Patentansprtiche 

1. Verfahren zum Handhaben von gedunnten Chips (10) zum Einbringen in 
Chipkarten (20) mit folgenden Verfahrensschritten: 

5 - Aufkleben eines Wafers (1) mit seiner Vorderseite auf ein 

Tragersubstrat (4) mittels einer Kleberschicht (3), 

- Diinnen des Wafers (1) von der Riickseite her, 

- Aufteilen des Wafers (1) in einzelne Chips (10) durch Sagen des 
Wafers (1) von der Riickseite aus bis zur oder bis in die Kleberschicht 

1 0 (3) oder bis in das Tragersubstrat (4) hinein, 

- Auflosen der Kleberschicht (3), 

- Abheben der einzelnen Chips (10) vom Tragersubstrat (4) mit einem 
Saugkopf (30) zur Ablage in einen speziellen Ablagebehalter (40) 
und/ oder zur weiteren Verarbeitung. 

15 

2. Verfahren zum Handhaben von gedunnten Chips (10) zum Einbringen in 
Chipkarten (20) mit folgenden Verfahrensschritten: 

- Aufkleben eines Wafers (1) mit seiner Vorderseite auf ein 
Tragersubstrat (4) mittels einer Kleberschicht (3), 

20 - Diinnen des Wafers (1) von der Riickseite her, 

- Aufteilen des Wafers (1) in einzelne Chips (10) durch Sagen des 
Wafers (1) von der Riickseite aus bis zur oder bis in die Kleberschicht 
(3) oder bis in das Tragersubstrat (4) hinein, 

- Bekleben der aus dem Wafer (1) gesagten Chips (10) auf ihrer 
25 Riickseite mit einem durchgehenden Tragerfilm (5) mittels einer 

zweiten Kleberschicht (6), 

- Auflosen der ersten Kleberschicht (3) mit einem Verfahren, welches 
die zweite Kleberschicht (6) nicht angreif t, 

- Abheben der iiber den Tragerfilm (5) zusammenhangenden Chips (10) 
30 vom Tragersubstrat (4) gemeinsam mit dem Tragerfilm (5), 

- Auflosen der zweiten Kleberschicht (6) und Abheben der einzelnen 
Chips (10) vom Tragerfilm (5). 
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3. Verfahren zum Handhaben von gediinnten Chips (10) zum 
Einbringen in Chipkarten (20) mit folgenden Verfahrensschritten: 

- Aufkleben eines Wafers (1) mit seiner Vorderseite auf ein 
5 Tragersubstrat (4) mittels einer Kleberschicht (3), 

- Dunnen des Wafers (1) von der Riickseite her, 

- Bekleben des Wafers (1) auf der Riickseite mit einem durchgehenden 
Tragerfilm (5) mittels einer zweiten Kleberschicht (6), 

- Aufteilen des Wafers (1) in einzelne Chips (10) durch Sagen des 

10 Wafers (1) mit dem aufgeklebten Tragerfilm (5) von der Riickseite des 

Wafers (1) her bis zur oder bis in die erste Kleberschicht (3) oder bis in 
das Tragersubstrat (4) hinein, 

- Auflosen der ersten Kleberschicht (3) mit einem Verfahren, welches 
die zweite Kleberschicht (6) nicht angreift, 

1 5 - Abheben der einzelnen Chips (10) vom Tragersubstrat (4) gemeinsam 

mit dem Tragerfilm (5). 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die erste Kleberschicht (3) aus einem Kleber besteht, 

20 der unter Einwirkung von Licht eines bestimmten Wellenlangenbereichs 

zersetzt wird, und die zweite Kleberschicht (6) aus einem Kleber besteht, der 
unter Einwirkung dieses Lichts aushartet. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 oder 3, dadurch 

25 gekennzeichnet, dafi die erste Kleberschicht (3) aus einem Kleber besteht, 
der unter Warmeeinwirkung zersetzt wird, und die zweite Kleberschicht (6) 
aus einem Kleber besteht, der unter Warmeeinwirkung aushartet. 



6. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 oder 3, dadurch 
30 gekennzeichnet dafi die erste Kleberschicht (3) aus einem wasserloslichen 
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Kleber besteht und/oder die zweite Kleberschicht (6) aus einem Kleber 
besteht, der losemittelresistent ist. 

7. Verf ahren nach einem der Anspriiche 2 oder 3, dadurch 
5 gekennzeichnet, dafi die erste Kleberschicht (3) aus einem Kleber besteht, 
der unter einem Sauerstoffplasma oder in einer bestimmten Gasumgebung 
zersetzt wird, und die zweite Kleberschicht (6) aus einem Kleber besteht, der 
gegeniiber diesen Bedingungen resistent ist. 

10 8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
dafi gemeinsam mit der Kleberschicht (3) zwischen dem Wafer (1) und dem 
Tragersubstrat (4) und/ oder anstelle dieser Kleberschicht (3) das 
Tragersubstrat (4) aufgel5st wird. 

1 5 9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dafi das 

Tragersubstrat (4) aus einem Material besteht, welches sich in einem Plasma 
und/oder unter Gaseinwirkung und/oder unter erhohter Temperatur 
zersetzt und/oder wasserloslich ist. 

20 10. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch 

gekennzeichnet, dafi auf der Riickseite der Chips (10) und/oder des 
Tragerf ilms (5) Positionsmarken (8) auf gebracht werden. 

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 
25 dafi die Chips (10) jeweils mit ihrer Vorderseite auf eine mit Leiterbahnen 

(11) versehene erste Chipkartenfolie (21) auf gebracht werden. 

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Chips (10) jeweils mit ihrer Riickseite auf eine erste Chipkartenfolie 

30 (21) aufgebracht und mit Leiterbahnen (11) kontaktiert werden. 
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13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
erste Chipkartenfolie (21) auf der dem Chip (10) gegentiberliegenden 
OberflSche mit Kontaktflachen (23) versehen ist, die mit dem Chip (10) uber 

5 die Leiterbahnen (11) verbundenen sind, und dieses so aufgebaute 

Chipmodul mit den Kontaktflachen (23) nach aufien in eine Kavitat (24) einer 
Chipkarte (20) eingebracht wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
10 erste Chipkartenfolie (21) mit dem Chip (10) mit einer zweiten 

Chipkartenfolie (22) bedeckt wird und die beiden Chipkartenfolien (21, 22) 
zusammenlaminiert werden. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dafi die erste 
15 Chipkartenfolie (21) vorbehandelt wird, so dafi der Chip (10) bis zum 

Abdecken mit der zweiten Chipkartenfolie (22) auf der ersten 
Chipkartenfolien (21) haftet. 

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dafi die erste 
20 Chipkartenfolie (21) mit einer haftenden Leitpaste bedruckt wird, so dafi der 

Chip (10) bis zum Abdecken mit der zweiten Chipkartenfolie (22) auf der 
ersten Chipkartenfolien (21) haftet und gleichzeitig elektrisch kontaktiert ist. 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch 

25 gekennzeichnet, dafi die Chips (10) jeweils mit ihrer Riickseite auf eine erste 
Chipkartenfolie (21) aufgebracht werden und die erste Chipkartenfolie (21) 
mit dem Chip (10) mit einer zweiten Chipkartenfolie (22) bedeckt wird, 
welche an den entsprechenden Positionen mit Leiterbahnen (11) versehen ist, 
und die beiden Chipkartenfolien (21, 22) zusammenlaminiert werden. 
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18. Verfahren zum Einbringen eines gediinnten Chips (10) in eine Chipkarte 
(20), insbesondere nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, dafi der Chip (10) aufienliegend auf eine Oberflache der 
Chipkarte (20) aufgebracht wird. 

5 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dafi der Chip 
(10) mit seiner Vorderseite nach aufien weisend auf die Oberflache der 
Chipkarte (20) aufgebracht und mit Leiterbahnen (11) versehen wird. 

10 20. Verfahren nach Anspruch 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dafi der 
Chip (10) in eine Kavitat (27) in der Oberflache der Chipkarte (20) 
eingebracht wird. 

21. Verfahren nach einem der Anspriiche 18 bis 20, dadurch 

1 5 gekennzeichnet, dafi der Chip (10) unter Warmeeinwirkung biindig in die 
Oberflache der Chipkarte (20) eingeprefit wird. 

22. Verfahren nach einem der Anspriiche 18 bis 21, dadurch 
gekennzeichnet, dafi der an der Oberflache der Chipkarte (20) befindliche 

20 Chip (10) mit einem Schutzlack (12) uberzogen wird. 

23. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Leiterbahnen (11) mittels eines Druck- oder 
Prageverfahrens aufgebracht werden. 

25 

24. Verfahren nach Anspruch 2 und einem der Anspriiche 12 bis 23, 
dadurch gekennzeichnet, dafi der Chip (10) vom Tragerfilm (5) abgehoben 
und auf die Chipkartenfolie (21) oder die Oberflache der Chipkarte (20) 
auf gesetzt wird. 
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25. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dafi der Chip 
(lO)mittels des Klebers der aufgelOsten zweiten Kleberschicht (6) auf die 
Kartenfolie (20) aufgeklebt wird. 

5 26. Verfahren nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dafi der Chip 
(10) mit einem Saugkopf (30) von der Tragerfolie (5) abgehoben und auf die 
Kartenfolie (20) aufgebracht wird, wobei die zweite Kleberschicht (6) unter 
Warmeeinwirkung gelSst wird. 

10 27. Chipkarte (20) mit mindestens einem gedunnten Chip (10), welcher auf 
einer Oberflache der Chipkarte (20) angeordnet ist. 

28. Chipkarte nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, dafi der Chip 
(10) mit seiner Vorderseite nach aufien auf der Chipkarte (20) angeordnet ist, 

15 und aufienseitig auf der Chipkarte (20) und dem Chip (10) Leiterbahnen (11) 
aufgebracht sind. 

29. Chipkarte nach Anspruch 27 oder 28, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Leiterbahnen (11) aufgedruckt sind. 

20 

30. Chipkarte nach einem der Anspruche 27 bis 29, dadurch 
gekennzeichnet, dafi der Chip (10) in einer Kavitat (27) in der Oberflache 
der Chipkarte (20) angeordnet ist. 

25 31. Chipkarte nach einem der Anspruche 27 bis 30, dadurch 

gekennzeichnet, dafi der Chip (10) biindig in die Oberflache der Chipkarte 
(20) eingeprefit ist. 
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32. Chipkarte nach einem der Ansprtiche 27 bis 31, dadurch 
gekennzeichnet, dafi der Chip (10) mit einem Schutzlack (12) uberzogen ist. 
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"E" alteres Dokument, das jedoch erst am Oder nach dem internationalen 
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*L" Veroffentlichung, die geekjnet ist, einen Prloritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen. oder durch die das Ver6ffentlichungsdatum einer 
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soli oder die aua einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 
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Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
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" Veroffentlichung von besonderer Sedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann atleln aufgrund dieser Verdff entllchung nicht als neu oder auf 
erfinderiacher Tatigkeit beruhend betrachtet werden 
VerSffentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erf inderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 
Veroffentlichung, die Mitgtied derselben Patentfamilie Ist 
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